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摘要(译)

本发明的目的在于提供一种在低成本高产量的前提下制造高度可靠的显
示器的技术。用溅射方法通过使用含氢或水的气体来形成第一电极层，
电致发光层形成于该第一电极层之上，并且第二电极层形成于该电致发
光层之上。根据本发明的一个方面，制造出的显示器包括：第一电极
层，它包括含氧化硅和氧化钨的氧化铟锌；在该第一电极层之上的电致
发光层；以及在该电致发光层之上的第二电极层，其中该电致发光层包
括一个含有机化合物和无机化合物的层，该层要与第一电极层接触。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ef8905f0-9ee9-4034-b4a8-24609d5065e5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037390216/publication/CN1862848B?q=CN1862848B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1862848B

